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плёнка
термический стресс 

(аналитика), Па
термический стресс 

(TCAD), Па
относительная 

погрешность, %

нижний SiO
2

-9,31E+07 -8,20E+07 12%

нижний Si
3
N

4
3,72E+08 3,56E+08 4%

верхний SiO
2

-6,13E+07 -5,90E+07 4%

верхний Si
3
N

4
3,07E+08 2,93E+08 5%

Таблица 1. Сравнение результатов аналитического расчёта и моделирования в TCAD
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Материал 
пленки

Термическое напряжение, 
полученное по результатам 
моделирования в COMSOL 

Multiphysics, 

Термическое 
напряжение, 

вычисленное по 
формуле (11),

Относительная 
погрешность,

Si
3
N

4
-133,6 -115 14

SiO
2

47,7 34,6 27,5

Таблица 2. Сравнение результатов аналитического расчёта и моделирования в COMSOL
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It shows the result of thermal stress simulation dielectric membrane on a siliconsubstrate in TCAD environ-
ment. It is shown that stress diagram. Demonstrated route formationof MDS transistor, and the output and 
transfer characteristic, evidently illustrated the distributionof mechanical stresses in the MEMS device. In an 
environment made COMSOL Multiphysicsmodeling of the Si substrate -  lm. It demonstrates the correlation of 
numerical modeling insoftware environments and the analytical calculation.


